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(57) Abstract 

The invention relates to a surface wave component and to a method for the production of the same, comprising a chip (2) with a 
piezoelectric substrate, electronic conductive structures arranged on said chip (IDT converters, contact strips and the like), a base plate (3) 
with external contact elements contacting the electric conductive structures of the chip and a hemietically sealed frame (4) mounted on the 
base plate, the chip being arranged inside and at a distance from said frame. The area between the chip (2) and the base plate (3) is sealed 
off with a foil (5), the area between the frame (4) and the foil (5) is filled with a sealing compound (6) and the chip (2) along with the 
sealing compound (6) and the frame (4) are protected by a cover (7) or a protective cap made of galvanic material, the edges (8) of which 
rest on the base plate (3) hennetically sealing the latter. 



(57) Zusammenfassung 

Oberfl Ziehen we! lenbauetement sowie Vcrfahren zu dessen Herstellung mit einem Chip (2) mil piezoelektrischem Subsdat, mit auf dem 
Chip angeordnecen, elektronisch leitenden Strukturen - IDT-Wandlcm, AnschluQbahnen und dergl. mit einer Basisplatte (3) mit extcmcn, 
mit den e)ektrisch leitenden Strukturen des Chips kontaktierten An.schluGelementen und mit auf der Basisplatte ungeordnetem hemietisch 
dichten Rahmen (4). innerhalb dessen der Chip mil Abstand zum Rahmen angeordnet ist. Der Raum zwischen Chip (2) und Basisplatte (3) 
ist dabei mit einer Folie (5) dicht umschlossen, der Raum zwischen Rahmen (4) und Folic (5) mit Vcrgulimasse (6) gefullt und der Chip 
(2) samt VerguGmasse (6) und Rahmen (4) durch cinen Uberzug (7) bzw. eine Schutzkappe aus galvanischem Material gcschiitzt, dessen 
Randbereich (8) auf der Basisplatte (3) hermetisch dicht aufliegt. 
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Beschreibung 

Elektronisches Bauelement 

5 Elektronisches Bauelement, insbesondere mit akustischen Ober- 
f lachenwellen arbeitendes OFW-Bauelement/ sowie Verfahren zur 
Herstellung dieses Bauelements . 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele- 
10 ment, insbesondere ein itiit akustischen Oberf lachenwellen ar- 
beitendes OFW-Baueleinent / mit einem Chip mit piezoelektri- 
schem Substrat, mit auf dem Chip angeordneten, elektrisch 
leitenden Strukturen - Interdigitalwandlern, Anschluiibahnen 
und dergl. mit einer Basisplatte mit externen, mit den 
15 elektrisch leitenden Strukturen des Chips kontaktierten An- 
schlulielementen und mit auf der Basisplatte angeordnetem, 
hermetisch dichten Rahmen, innerhalb dessen der Chip mit Ab- 
stand zum Rahmen angeordnet ist. Die Erfindung betrifft fer- 
ner ein Verfahren zur Herstellung dieses Bauelements. 

20 

Die altere deutsche Patentanmeldung, amtliches Aktenzeichen 
198 06 550.7, schlagt bei einem elektronischen Bauelement der 
vorstehend genannten Art vor, dali auf die die elektrisch lei- 
tenden Strukturen tragende Chip-Flache eine strukturierte 

25 Schutzfolie, anmelderseits auch PROTEC genannt, aufgebracht 

ist, die auf ihrer vom piezoelektrischen Substrat abgekehrten 
Oberflache elektrische Kontaktelemente tragt, die uber Durch- 
kontaktierungen in der Schutzfolie und/oder uber Lotkugeln 
- Bumps - mit den elektrisch leitenden Strukturen des Chips 

30 und andererseits mit den externen Anschlulielementen der Ba- 
sisplatte verbunden sind. 



Diese Bauelemente zeichnen sich durch einen hohen Miniaturi- 
sierungsgrad und durch eine ausgezeichnete Schutzwirkung der 
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Schutzfolie gegen physikalische und chemische Umwelteinf lusse 
aus . 

Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, ein 
5 weiter miniaturisiertes OFW-Bauelement der eingangs genannten 
Art sowie ein wenig aufwendiges Verfahren zu dessen Herstel- 
lung zu schafferi/ bei gleichzeitiger Verringerung der Her- 
stellungskosten . 

10 Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung bei einem 

elektronischen Bauelement der eingangs genannten Art vor, dafi 
der Raum zwischen Chip und Basisplatte mit einer Folie, z.B. 
Kunststof f olie, dicht umschlossen ist, dal3 der Rauiu zwischen 
Rahmen und Folie mit der Folie bzw. mit Verguflmasse, z.B. 

15 Epoxidharz, gefullt ist und dafi der Chip samt VerguJimasse und 
Rahmen durch einen Oberzug aus galvanischem Werkstoff, z.B. 
einer CuNi-Legierung^ geschutzt sind, dessen Randbereich auf 
der Basisplatte dicht aufliegt. 

20 Das einschlagige Verfahren hierzu schlagt vor, dafi der Chip - 
ausgenommen die zur Basisplatte gekehrte Seitenflache - mit 
einer zumindest bis zur Basisplatte herabgezogenen Folie um- 
prefit wird, daB der Raum zwischen Rahmen und Folie mit Ver- 
guBmasse gefullt wird, dafi die Folie in ihren vergufifreien 

25 Oberf lachenbereichen, z.B. mittels Plasmaatzen, entfernt wird 
und dafi auf dem Chip samt Vergufimasse ein Oberzug aus galva- 
nischem Material aufgebracht wird. 

Weitere Merkmale des Gegenstandes nach der Erfindung sind den 
30 Unteranspruchen und der Beschreibung samt Zeichnung zu ent- 



nehmen . 



35 



Der Verzicht auf die Schutzfolie tragt zu einer erheblichen 
Minderung der Kosten und zu einer Verringerung der Abmessun- 
gen der Bauelemente bei. Zusatzlich zeichnet sich dieses Bau- 
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element durch seine erhohte Zuverlassigkeit aus, da bei sei- 
nem Aufloten auf die Basisplatte, was in Flip-Chip-Technik 
erfolgt, nicht die Gefahr besteht, dafi die in diesem Zustand 
fliissigen Lotkugeln bzw. Bumps in Freiraume bzw. Spalten 
f lieBen konnen, wie sie bei sogenannter Unterfullung des Bau- 
elements mit VerguJimasse, z.B. Epoxidharz, auftreten. Diese 
Gefahr besteht auch nicht beim Einloten des Bauelements in 
die jeweilige Schaltung des Kunden. 

Figur 1 bis 3 zeigen in teils geschnittener und schematischer 
Darstellung die Fertigung eines Bauelements gemafi der Erfin- 
dung. 

Zur Fertigung, die letztlich eine Massenf ertigung ist, ist 
eine in Basisplatten 3 vereinzelbare, leiterbahnenbestuckte 
Tragerplatte, insbesondere Keramikplatte, vorgesehen, die 
aufgereiht auf der Tragerplatte in sich jeweils geschlossene 
Rahmen A, sogenannte Lotrahmen, tragt, innerhalb denen mit 
Abstand zu den Rahmen jeweils Chips 2 in Flip-Chip-Technik 
mit ihren elektrisch leitenden Strukturen auf entsprechende 
Leiterbahnen der Basisplatte aufgelotet sind. 

In einem ersten Schritt gemali der Erfindung werden die so 
aufgeloteten Chips 2 - ausgenommen die zur Basisplatte 3 ge- 
kehrte Seitenflache - mit einer zumindest bis zur Basisplatte 
3 herabgezogenen Kunststof f olie 5 bzw. Metall- Oder Verbund- 
folie umpreBt. Bevorzugt ist jedoch dabei - wie die Figuren 
zeigen - die Folie 5 im Raum zwischen dem Lotrahmen 4 und dem 
Chip 2 liber die gesamte Flache von Basisplatte 3 und Lotrah- 
men 4 gefiihrt. Moglich, falls f ertigungs technisch vorteil- 
haft, kann die Folie 5 den Lotrahmen 4 auch vollstandig um- 
hullen und mit ihren Enden auf der Basisplatte 3 aufliegen. 



In einem weiteren Verf ahrensschritt wird der Raum zwischen 
dem Lotrahmen 4 und der Folie 5, soweit erf orderlich, mit 
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Vergufimasse 6, insbesondere Epoxidharz, gefullt, anschlieftend 
die Folie 5 mittels Plasmaatzen in ihren vergufif reien Ober- 
f lachenbereichen entfernt und schliefilich auf den Chip 2 samt 
Verguflmasse 6 und Rahmen 4 ein als Schutzkappe wirksamer 
5 tJberzug 7 aus galvanischem Material aufgebracht. Geeignet 

hierfiir ist beispielsweise ein Oberzug 1, bestehend aus einer 
CuNi-Legierung, dessen Randbereich 8 z.B. mit einer auf die 
Basisplatte 3 auf gesputterten, folglich lotfahigen Schicht 
hermetisch dicht verlotet ist. 



Die Figuren 1 bis 3 zeigen die einzelnen Fertigungsschritte 
anhand nur eines OFB-Bauelements . Wie es in der Massenferti- 
gung ublich ist und bereits an anderer Stelle erwahnt wurde, 
sieht die Fertigung relativ grolif lachige Basisplatten 
15 (Nutzen) mit einer Vielzahl von Chips vor, die in Reihen an- 
geordnet und jeweils von Rahmen, insbesondere Lotrahmen, um- 
geben sind. 
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Paten tanspruche 

1. Elektronisches Bauelement, insbesondere mit akustischen 
Ober f lachenwellen arbeitendes OFW-Bauelement , mit einem. Chip 
5 aus piezoelektrischem Substrat, mit auf dem Chip angeordne- 
ten, elektrisch leitenden Strukturen - IDT~Wandlern, An- 
schlufibahnen und dergl, mit einer Basisplatte mit exter- 
nen, mit den elektrisch leitenden Strukturen des Chips kon- 
taktierten Anschluiielementen/ und mit auf der Basisplatte an- 

10 geordnetem, hermetisch dichten Rahmen, innerhalb dessen der 
Chip mit Abstand zum Rahmen angeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet , 
daB der Rauin zwischen Chip (2) und Basisplatte (3) mit einer 
Folie (5) dicht umschlossen ist, dali der Raum zwischen Rahmen 

15 (4) und Folie mit Verguiimasse (6) gefullt ist und daB der 

Chip samt VerguBmasse und Rahmen durch einen Oberzug (7) aus 
galvanischem Material geschutzt sind, dessen Randbereich (8) 
auf der Basisplatte dicht aufliegt. 

20 2, Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 
dalJ zumindest die Wand- und Bodenf lachen, die den Raum zwi- 
schen Rahmen (4), Basisplatte (3) und Chip (2) begrenzen, mit 
Folie (5) bedeckt sind. 



3. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

dafl der Rahmen (4) aus lotfahigem Material besteht und mit 
einer auf die Basisplatte (3) auf gebrachten, Idtfahigen 
30 Schicht verlbtet ist. 

4. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

dali der Oberzug (7) aus einer CuNi-Legierung besteht. 



25 



35 
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5. Elektronisches Baueleiaent nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 
daB die VerguJimasse (6) ein Epoxidharz ist. 

5 6. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 
dafi die Folie (5) eine Kunststof f olie ist. 

7. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements 
10 nach Anspruch 1 bis 5 mit einem innerhalb eines Rahmens (4) 

auf eine Basisplatte (3) auf gebrachten Chip (2) mit herme- 
tisch dicht umschlossenen Raum zwischen Chip und Basisplatte, 
dadurch gekennzeichnet , 
daJi der Chip (2) - ausgenomiaen die zur Basisplatte (3) ge- 

15 kehrte Seitenflache - mit einer zumindest bis zur Basisplatte 
herabgezogenen Folie (5) umpreBt wird, dafi der Raum zwischen 
Rahmen (4) und Folie (5) mit VerguBmasse (6) gefullt wird/ 
daB die Folie (5) in ihren verguBfreien Oberf lachenbereichen 
entfernt wird und daB auf dem Chip (2) samt VerguBmasse (6) 

20 und Rahmen (4) ein Oberzug (7) aus galvanischem Material auf- 
gebracht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet , 
2 5 daB die Wand- und Bodenf lachen, die den Raum zwischen Rahmen 
(4), Basisplatte (3) und Chip (2) begrenzen, mit Folie (5) 
ausgekleidet warden. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 und 8, 
dadurch gekennzeichnet , 

30 daB die Folie (5) in ihren verguBfreien Oberf lachenbereichen 
mittels Plasmaatzen abgetragen wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet , 
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dali als Oberzug (7) eine Schutzkappe, insbesondere eine 
Schutzkappe/ be.stehend aus einer CuNi-Legierung, aufgebracht 
wird- 

5 11. Verfahren nach Anspruch 7 und laindestens einem der An- 
spruche 8 bis 10, 

g e k e n n zeichnet durch 

die Anwendung auf Wafer (Nutzen) mit einer Vielzahl von Chips 
(2) , die in Reihen angeordnet sind. 
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